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The invention relates to an antireflective coating on

sol ar
met hod f or

cells made of crystalline silicon as well

as a

produci ng such an antireflective coating.
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(54) Title: ANTIREFLECTIVE COATING ON SOLAR CELLS AND METHOD FOR THE PRODUCTION OF SUCH AN AN-
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(54) Bezeichnung: ANTIREFLEXBESCHICHTUNG AUF SOLARZELLEN, SOWIE VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EI-
NER SOLCHEN ANTIREFLEXBESCHICHTUNG
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(57) Abstract: The invention relates to an antireflective coating on solar cells made of crystalline silicon as well as a method
for producing such an antireflective coating. The aim of the invention is to create an antireflective coating on solar cells made of
crystalline silicon which makes it possible to optimize the optical and passivating properties thereof while making it possible to
easily and economically integrate the production thereof into the production process especially of very thin crystalline silicon solar
cells. Said aim is achieved by the fact that the antireflective coating is composed of successive partial layers, i.e. a lower partial
layer (S1) which covers the crystalline silicon, is embodied as an antireflective coating and as passivation with a particularly great
hydrogen concentration, and is covered by an upper partial layer (S2) having an increased barrier effect against hydrogen diffusion.
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silicon solar cells. Said aimis achieved by the fact
that the antireflective coating is conposed of

successive partial layers, i.e. a |lower parti al
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Antireflexbeschichtung auf Solarzellen aus kristallinem Silizium sowie ein
Verfahren zum Herstellen einer solchen Antireflexbeschichtung. Durch die Erfindung soll eine Antireflexbeschichtung auf Solarzel-
len aus kristallinem Silizium erschaffen werden, die eine optimale Gestaltung sowohl deren optischer als auch deren passivierender
Eigenschaften ermdglicht und deren Herstellung sich einfach und 6konomisch in den Fertigungsprozess insbesondere von sehr diin-
nen kristallinen Silizium-Solarzellen integrieren lédsst. Erreicht wird das dadurch, dass die Antireflexbeschichtung aus aufeinander
folgenden Teilschichten zusammengesetzt ist, von denen eine untere, das kristalline Silizium (S) abdeckenden Teilschicht (S1) als
Antireflexbeschichtung und Passivierung mit besonders hohem Wasserstoffgehalt ausgebildet ist, die von einer oberen Teilschicht
(82) mit erhdhter Barrierewirkung gegen die Ausdiffusion von Wasserstoff abgedeckt ist.



